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1．まえがき 
一般財団法人日本電子部品信頼性センター(RCJ)は、2017 年、基板·モジュール状態での静電気障害分

析及び静電気対策を調査、研究する技術専門委員会設立を企画、2018 年度に設置する。以後、現在まで

各専門委員によって、文献調査、報告書の技術的検討、実験的検証等を中心に研究調査活動を実施し、毎

年 RCJ EOS/ESD/EMC シンポジウム技術説明セミナーを実施してきた。 
 
2018 年度、2020 年度は、コンポーネントレベルへの ESD モデル、ESD 耐性試験標準、ESD 取り扱い

対策標準、あるいは電子システムレベルへの ESD Immunity 試験標準(IEC61000-4-2)等がすでに構築され

ているのに対し、部品搭載プリント基板、モジュールにおける ESD 試験方法、ESD 取り扱い対策、シス

テム搭載 ESD 保護設計手法等の標準化等はされていないので、帯電ボードイベント(CBE)の文献調査、

実際の工程調査、及び人体金属モデル(HMM)による SEED 保護等の検討から始め、報告書としてまとめ

た。(R-30-M-01 H30 年度)  
 
さらに、2022 年度においては、半導体デバイス ESD 保護開発専門家、基板 ESD 保護開発専門家等を

委員として迎え、先端の被保護デバイスとなる LSI 半導体内 ESD 保護回路設計の変化に対応した、CBE
耐性向上及び HMM 耐性向上対応の基板上 ESD 保護ハーモナイズ設計の検討を中心に活動を実施した。

(2022 年度報告書：R-2022-M-01) 
 
今年度(2024 年度)は、静電気放電研究、放電現象可視化研究などの専門家を公的件機関から委員として

迎え、CBE 耐性向上設計、先端 LSI の ESD 保護回路との基板ハーモナイズ ESD 保護設計等のさらなる

検討に加え、今後のデバイス構造、プリント基板構造の変化に対しての対応、分析を活動として実施し

た。これらの検討内容などを 2024 年度報告書としてまとめたものである。この分野でご活躍なされてい

る皆様の一助になれば幸いです。 
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